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ВСТУП 

 

У зв’язку з різким погіршенням стану світової екології та небезпекою 

багатьох промислових підприємств для стану здоров’я людини існує гостра 

необхідність у виробництві високочутливих газових сенсорах. Існуючі газові 

сенсори на основі оксидів мають чутливість, яка не повністю задовольняє 

сучасним вимогам, і тому потребують заміни на інші. Відомо, що 

височутливими сенсорами парів аміаку є р-n переходи на основі GaAs. 

Підняти газову чутливість таких структур можна за допомогою поверхневого 

легування сіркою. 

Метою роботи було з’ясування причини зменшення газової чутливості  

p-n- переходів на основі GaAs при збільшенні часу поверхневого легування. 

Для виконання поставленої мети проводилися дослідження морфології 

поверхні n-GaAs до та після поверхневого легування сіркою з різною 

тривалістю. 

Дослідження морфології поверхні проводилися за допомогою атомно 

силового мікроскопу (АСМ) NT-206. Обробка даних вимірювань 

здійснювалась з використанням програми Gwiddion. В результаті проведення 

досліджень встановлено, що після поверхневого легування сіркою на 

поверхні утворюються локальні неоднорідності. При цьому середня 

шорсткість поверхні у однорідній частині зразків в процесі поверхневого 

легування змінювалася несуттєво, а у неоднорідностях вона зростала при 

збільшенні часу обробки. При збільшенні тривалості обробки до 60 с 

спостерігалося локальне об’єднання неоднорідностей. Відношення 

ефективної площі поверхні зразка (з врахуванням неоднорідностей) до її 

пласкої проекції в процесі поверхневого легування сіркою змінювалося на 

1%. Таким чином, зміна морфології поверхні не може бути причиною 

зменшення газової чутливості p-n переходів на основі GaAs при збільшені 

часу обробки.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. При поверхневому легуванні сіркою на поверхні n-GaAs  утворюються 

локальні неоднорідності.   

2. Середня шорсткість поверхні у однорідній частині зразків в процесі 

поверхневого легування змінюється несуттєво. 

3. Середня шорсткість поверхні у неоднорідностях збільшується при 

збільшенні тривалості поверхневого легування. 

4. При збільшенні тривалості обробки до 60 с спостерігається локальне 

об’єднання неоднорідностей. Це свідчить про те, що сполука  , яка 

утворюється після поверхневого легування сіркою, не повністю вкриває 

поверхню зразка. 

 5. Відношення ефективної площі поверхні зразка (з врахуванням 

неоднорідностей) до її пласкої проекції в процесі поверхневого легування 

сіркою змінюється на 1%. 

 

Мальцев С.В. ________
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